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【序】グラフェン格子の炭素原子の一部を窒素に置換すること（窒素ドープ）で高い触媒活性を

示す実験結果が報告され、窒素置換位置が触媒活性に大きな影響を及ぼすことが理論的に予想さ

れている。酸化グラフェン(Graphene Oxide: GO)は溶液プロセスで作製・成膜が可能なためにグラ

フェンの大量合成に適しているが，その表面には多数の官能基が存在しているので多彩な窒素ド

ープ位置を提供する素材としても期待される。今回，還元度の異なる種々の GO 試料に対して窒

素プラズマ処理を施し，窒素ドープ量，置換位置の差異を評価した。 

【手法】改良 Hummers法により作製した GO溶液を用い、dip法によって Si基板上に GO を成膜

した。この GO試料，および熱処理をした GO 試料について，全圧 0.1Pa、窒素流量 2sccm、プラ

ズマ出力 10Wの条件で発生させたN2 RFプラズマ中に室温でさらすことによって窒素ドープを試

みた。プラズマ処理した試料は in-situ で X 線光電子分光 (XPS) 測定を行い，得られた N1s ピー

クについて 4つのピークによるスペクトル解析を行った。 

【結果】as-deposited GO (a)、真空中 200℃処理後に室温まで冷却した annealed-GO (b)、について

それぞれ 1min プラズマ照射した試料の N1sスペクトルを下図に示す。Fig. (a)では pyrrolic 位に優

勢的に窒素ドープされた。一方 Fig. (b)では pyrrolic 位に加えて pyridinic位にも多くの窒素がドー

プされた。このことから GO 表面の還元状態の違いが窒素のドープ位置に変化を生じさせたと言

える。試料の初期状態とプラズマ条件を変化させた結果から窒素ドープ機構を検討している． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. XPS N1s spectra of N-doped GO on as-deposited GO(a) and annealed-GO(b).  
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